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はじめに：窒化物半導体ナノ結晶は、高発光効率や高光取出し効率、高集積化等が期待されるデバイ

ス材料である。我々は、簡便な装置構成と毒性ガスを用いない GaN ナノ構造形成技術である水素雰囲

気異方性熱エッチング(HEATE)法を提案し、GaNのエッチング特性やエッチング形状の評価、ナノ構

造形成への適用可能性について報告してきた[1]。今回は、HEATE法による InGaN/GaN 量子井戸を内

在するナノ構造の作製と光学特性評価を行ったので報告する。 

実験： (0001)面 Al2O3基板上に MOCVD 法で GaN(52 nm)/In0.18Ga0.82N(3 nm) /GaN 単一量子井戸を成長

したエピウェハ表面に、厚さ 100 nmの SiO2ナノマスクを形成した。この試料を石英管状炉内で水素圧

力 10 Pa、温度 1050℃の条件で 10分間エッチング（HEATE）を行い、高さ 100nmの a 軸に沿ったナノ

ストライプ構造(上部幅 54～124nm)、m軸に沿ったナノストライプ構造(上部幅 54～116nm)、三角格子

配列のドット構造(上部直径 54～84nm)および 150 m×150 mの広面積メサ構造を作製した。光学特

性評価には、He-Cd レーザ（発振波長 325nm）による室温 PL測定を用いた。 

結果：Fig. 1に作製した InGaN/GaN 量子井戸ナノ構造の一例として上部幅 54nmの a軸ストライプ構造

の鳥瞰 SEM像を示す。Fig. 2 に作製した各構造の室温 PLスペクトルを示す。比較の為に未加工エピウ

ェハのスペクトル（別測定の為、強度軸はナノパターンと異なる）もプロットした。いずれの構造も

InGaN 量子井戸からの明瞭な発光を示し、1050 
o
Cの高温処理後のナノ構造においても InGaN 量子井戸

が残存していることが確認された。HEATE 後のピーク波長は、8.4~16.8nm程度短波長化しており、こ

れは高温熱処理による Inの脱離やナノ構造による歪緩和によるものと推察される。また、PL半値全幅

は、エピウェハでの 102meV から HEATE 後では 111~125meV に増加した。 

まとめ： HEATE 法によって InGaN 量子井戸を内在するウェハで最小幅 54nmのナノ構造を作製し、

PL測定により室温における明瞭な発光を確認した。これらの結果から、HEATE 法は InGaN/GaN 量子

井戸ナノ構造の作製に対して有効であることが示された。 
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Fig. 1. Bird's eye SEM image of InGaN/GaN 

nanowall structure fabricated by HEATE. 

Fig. 2. Room temperature PL spectra of 

InGaN/GaN nanostructures after HEATE. 
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